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(57)【要約】
　本発明のいくつかの実施例は、表示装置に有用なOLED
材料およびそのようなOLED材料を製作する方法に関する
。OLED材料は、1または2以上の基板に設置された極性化
合物を含む。極性化合物に電圧が印加され、あるいは極
性化合物が電場に曝され、それと同時に極性化合物が硬
化されると、極性化合物は、電圧方向に配向される。そ
のような配向の結果、OLED材料から、単一の方向に光が
放射される。追加の実施例は、双極子が単一の方向に配
向された極性発光層を有する表示装置を備えるシステム
に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光ダイオード（OLED）構造を調製する方法であって、
　ａ．基板に導電性材用をコーティングして、アノードを形成するステップと、
　ｂ．前記アノードに正孔輸送層をコーティングして、コーティング基板を形成するステ
ップと、
　ｃ．任意で、前記コーティング基板に摩擦を与え、不規則表面の整列層を形成するステ
ップと、
　ｄ．前記コーティング基板の表面に、極性有機化合物を設置し、任意で、前記ｃ．で形
成された不規則表面の整列層に前記極性有機化合物を充填して、処理されたコーティング
基板を形成するステップと、
　ｅ．前記処理されたコーティング基板を電場に曝すと同時に、前記処理されたコーティ
ング基板を硬化するステップと、
　を有する方法。
【請求項２】
　前記処理されたコーティング基板は、該処理されたコーティング基板を硬化するステッ
プの際に、5Ｖ未満の電場に曝されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　ａ．基板に導電性材料をコーティングして、アノードを形成するステップと、
　ｂ．前記アノードにポリイミド材料をコーティングして、コーティング基板を形成する
ステップと、
　ｃ．前記コーティング基板に摩擦を与えて、不規則表面の整列層を形成するステップと
、
　ｄ．前記コーティング基板の表面に、極性有機化合物を設置して、該極性有機化合物を
前記ｃ．で形成されたグルーブに充填して、処理されたコーティング基板を形成するステ
ップと、
　ｅ．前記処理されたコーティング基板を電場に曝すと同時に、前記処理されたコーティ
ング基板を硬化するステップと、
　を有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記コーティング基板を電場に曝すことにより、前記極性有機化合物が単一の方向に揃
うことを特徴とする請求項1または3に記載の方法。
【請求項５】
　前記電場は、約1から7Ｖの間であることを特徴とする請求項1または3に記載の方法。
【請求項６】
　有機発光ダイオード構造を有する機器であって、
　ａ．アノード基板と一体化され、電源に接続されたアノードと、
　ｂ．前記アノード上にコーティングされた導電層と、
　ｃ．コーティング基板を形成するため、前記アノード上にコーティングされた正孔輸送
材料と、
　ｄ．任意の、前記コーティング基板上に形成された不規則表面の整列層と、
　ｅ．前記コーティング基板の表面に設置された極性有機化合物であって、任意で、前記
ｃ．の不規則表面の整列層に充填され、処理されたコーティング基板を形成する極性有機
化合物と、
　ｆ．前記極性有機化合物上に設置された電子輸送層と、
　ｇ．前記電子輸送層の上に設置され、カソード基板によって支持されるカソードと、
　ｈ．前記アノードおよびカソードに接続された電源と、
　を有する機器であって、
　前記電源から前記アノードおよびカソードに電圧が印加された際に、前記極性有機化合
物の双極子が一定の方向に配向されることを特徴とする機器。



(3) JP 2008-504712 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

【請求項７】
　前記アノードは、ポリイミド材料でコーティングされ、コーティング基板が形成される
ことを特徴とする請求項6に記載の機器。
【請求項８】
　前記アノード基板および前記カソード基板は、ガラス、プラスチック、石英、プラスチ
ック膜、金属、セラミックスおよび高分子から選択されることを特徴とする請求項6に記
載の機器。
【請求項９】
　前記導電層は、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、アルミニウムドープ亜
鉛酸化物、インジウムドープ亜鉛酸化物、マグネシウムインジウム酸化物、ニッケルタン
グステン酸化物、ガリウム窒化物、亜鉛セレン化物および亜鉛硫化物からなる群から選択
されることを特徴とする請求項6に記載の機器。
【請求項１０】
　前記正孔輸送層は、モノアリールアミン、ジアリールアミン、トリアリールアミン、高
分子アリールアミン、ポリ（N－ビニルカルバゾール）、ポリチオフェン、ポリピロール
、ポリアニリンおよびそれらの共重合体からなる群から選択されることを特徴とする請求
項6に記載の機器。
【請求項１１】
　前記極性有機化合物は、蛍光色素、燐光化合物、遷移金属錯体、フェニルピリジンのイ
リジウム錯体、クマリン、ポリフルオレンおよびポリビニルアリーレンからなる群から選
択されることを特徴とする請求項6に記載の機器。
【請求項１２】
　前記電子輸送層は、金属キレート化オキシノイド化合物であることを特徴とする請求項
6に記載の機器。
【請求項１３】
　少なくとも一組のマエリン読解（maeline－readable）命令を実行するように作動する
中央処理ユニットと、
　機械読解命令を共有するように作動する記憶装置と、
　単一の方向に配向された双極子を含む少なくとも一つの極性発光層を備えるOLED構造を
有する表示装置と、
　を有するシステムであって、
　前記表示装置は、前記機械読解命令組に応答して、画像を表示するように作動すること
を特徴とするシステム。
【請求項１４】
　前記OLED構造は、
　ａ．アノード基板と一体化され、電源に接続されたアノードと、
　ｂ．該アノード上にコーティングされた導電層と、
　ｃ．コーティング基板を形成するため、前記アノード上にコーティングされた正孔輸送
材料と、
　ｄ．任意の、前記コーティング基板上に形成された不規則表面の整列層と、
　ｅ．前記コーティング表面に設置された極性有機化合物であって、任意で、前記ｃ．に
おいて、前記不規則表面の整列層に充填され、処理されたコーティング基板が形成される
ところの極性有機化合物と、
　ｆ．前記極性有機化合物上に設置された電子輸送層と、
　ｇ．前記電子輸送層上に設置され、カソード基板によって支持されたカソードと、
　ｈ．前記アノードおよびカソードに接続された電源と、
　を有し、
　前記電源から前記アノードおよびカソードに電圧が印加された際に、前記極性有機化合
物の双極子が一定の方向に配向することを特徴とする請求項13に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記アノードは、ポリイミド材料でコーティングされ、コーティング基板が形成される
ことを特徴とする請求項14に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記アノード基板および前記カソード基板は、ガラス、プラスチック、石英、プラスチ
ック膜、金属、セラミックおよび高分子から選択されることを特徴とする請求項14に記載
のシステム。
【請求項１７】
　前記導電層は、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、アルミニウムドープ亜
鉛酸化物、インジウムドープ亜鉛酸化物、マグネシウムインジウム酸化物、ニッケルタン
グステン酸化物、ガリウム窒化物、亜鉛セレン化物および亜鉛硫化物からなる群から選択
されることを特徴とする請求項14に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記正孔輸送層は、モノアリールアミン、ジアリールアミン、トリアリールアミン、高
分子アリールアミン、ポリ（N－ビニルカルバゾール）、ポリチオフェン、ポリピロール
、ポリアニリンおよびそれらの共重合体からなる群から選択されることを特徴とする請求
項14に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記極性有機化合物は、蛍光色素、燐光化合物、遷移金属錯体、フェニルピリジンのイ
リジウム錯体、クマリン、ポリフルオレンおよびポリビニルアリーレンからなる群から選
択されることを特徴とする請求項14に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記電子輸送層は、金属キレート化オキシノイド化合物であることを特徴とする請求項
14に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ用の低電力消費OLED材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（LCD）は、ラップトップコンピュータ用のフラットパネル型ディス
プレイ、パーソナルデジタルアシスタント、携帯電話等のような装置に広く使用されてい
る。LCDで構成されたディスプレイには、LCDディスプレイのバックライトとして、冷陰極
管（CCFL）または同様の装置が使用されることが多く、これにより観者に光画像が提示さ
れる。CCFLおよび同様の装置は、壊れやすく、インバータが必要で、多くの電力量を消費
する比較的効率の悪い材料であり、この消費量は、ノートブック型コンピュータシステム
の電力のうち最大35％を占める。ガラスまたは他の硬質材料で構成されるCCFLを使用した
場合、ディスプレイモジュールが脆くなり、製造および保守を行うことが難しくなるとと
もに、故障の際の補修が高額となる。また、これらの材料の特性によって、ディスプレイ
自身が重厚なものとなり、ディスプレイに組み込まれるシステムの重量が増大する。通常
ディスプレイは、携帯型装置に使用されるため、ユーザは、より軽量で耐久性のある装置
を好む。
【０００３】
　ディスプレイの重量を軽量化し、耐久性を向上させるため、ある製造者は、携帯型装置
のバックライト光源に、有機発光ダイオード（OLED）材料を使用する。OLEDは、電流によ
って励起された際に光を放射する薄膜材料である。OLEDは、異なる色の光を放射するため
、これらのOLEDは、ディスプレイの製作に利用することができる。すなわち、OLED材料で
製作されたディスプレイでは、追加のバックライトが不要となるため、壊れやすいガラス
製CCFLの必要性がなくなり、さらにはディスプレイモジュールの重厚化が回避される。通
常OLEDは、軽量であり、比較的低電圧で駆動することができるため、システムの消費電力
が低減される。発光OLED材料の汎用性により、ある製造者は、これらが近い将来の携帯型
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表示装置におけるLCDの代替に相応しいと想定している。
【０００４】
　OLEDは、高い効率で光を放射するが、光の半分以上は、装置内で捕獲され、その光は、
装置に使用されなくなる。OLEDからの発光は、放射方向の指向性を有さないため、光は、
全ての方向に等しく放射される。その結果、光の一部は、観者の方に向かって放射される
が、他の一部は、装置の背面に放射された後、観者の方に向かって反射されるか、周囲に
吸収され、さらに別の光の一部は、外側方に放射され、装置が備える各種層によって捕獲
および吸収される。通常の場合、OLED材料から放射された最大80％の光がシステム内で消
失し、観者の方には到達しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、前述の問題を解消し、特に携帯型装置のディスプレイに使用される電力効
率が高い、改良された有機発光ダイオードディスプレイ構造に対する要望がある。本発明
では、OLED材料に関する装置製作法を変更することにより、有機発光ダイオードディスプ
レイの電力効率を改良する新たな方法を対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、有機発光ダイオード（OLED）構造を調製する方法であって、
　ａ．基板に導電性材用をコーティングして、アノードを形成するステップと、
　ｂ．前記アノードに正孔輸送層をコーティングして、コーティング基板を形成するステ
ップと、
　ｃ．任意で、前記コーティング基板に摩擦を与え、不規則表面の整列層を形成するステ
ップと、
　ｄ．前記コーティング基板の表面に、極性有機化合物を設置し、任意で、前記ｃ．で形
成された不規則表面の整列層に前記極性有機化合物を充填して、処理されたコーティング
基板を形成するステップと、
　ｅ．前記処理されたコーティング基板を電場に曝すと同時に、前記処理されたコーティ
ング基板を硬化するステップと、
　を有する方法が提供される。
【０００７】
　また、本発明では、有機発光ダイオード構造を有する機器であって、
　ａ．アノード基板と一体化され、電源に接続されたアノードと、
　ｂ．前記アノード上にコーティングされた導電層と、
　ｃ．コーティング基板を形成するため、前記アノード上にコーティングされた正孔輸送
材料と、
　ｄ．任意の、前記コーティング基板上に形成された不規則表面の整列層と、
　ｅ．前記コーティング基板の表面に設置された極性有機化合物であって、任意で、前記
ｃ．の不規則表面の整列層に充填され、処理されたコーティング基板を形成する極性有機
化合物と、
　ｆ．前記極性有機化合物上に設置された電子輸送層と、
　ｇ．前記電子輸送層の上に設置され、カソード基板によって支持されるカソードと、
　ｈ．前記アノードおよびカソードに接続された電源と、
　を有する機器であって、前記電源から前記アノードおよびカソードに電圧が印加された
際に、前記極性有機化合物の双極子が一定の方向に配向されることを特徴とする機器が提
供される。
【０００８】
　さらに、本発明では、
　少なくとも一組のマエリン読解（maeline－readable）命令を実行するように作動する
中央処理ユニットと、
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　機械読解命令を共有するように作動する記憶装置と、
　単一の方向に配向された双極子を含む少なくとも一つの極性発光層を備えるOLED構造を
有する表示装置と、
　を有するシステムであって、前記表示装置は、前記機械読解命令組に応答して、画像を
表示するように作動することを特徴とするシステムが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のいくつかの実施例では、表示装置に有益なOLED構造およびそのようなOLED構造
を製作する方法が対象とされる。OLED構造は、極性化合物を有し、この化合物は、ある誘
電異方性を示し、表示セルの1または2以上の基板のいずれかに対して整列される。極性化
合物が電圧印加を受けまたは電場に曝されると、極性化合物がこれに呼応して、電場また
は電圧に対して、ある方向に分子が整列する。そのような配向は、OLED材料からの光が、
結果的にある優先方向に放射されるように較正される。
【００１０】
　本願において、「ある実施例」または「一つの実施例」という用語は、実施例に関連し
て記載された特定の特徴、構造または特性が、本発明の少なくとも一つの実施例に含まれ
ることを意味する。すなわち、本願の各箇所の「ある実施例では」または「一つの実施例
では」という語句が、必ずしも全て同じ実施例に言及しているとは限らない。また、1ま
たは2以上の実施例において、特定の特徴、構造または特性が、いかなる好適な方法で組
み合わされても良い。
【００１１】
　本発明の一実施例には、分子成分として、極性官能基および構成物（entity）を有する
OLED材料が含まれ、この材料は、電場に曝された際に、電場によって定められる優先方向
に配向され、これにより発光が単一の特定の方向に誘導される。
【００１２】
　図面を参照すると、いくつかの図において、同様の素子には同じ符号が付されており、
図1（スケールは示されていない）には、本発明のいくつかの実施例によるOLED材料10が
示されている。OLED構造10において、アノード被覆導電層20が基板30と一体化される。ア
ノード被覆層上には、正孔輸送層40が積層される。正孔輸送層40の上には、極性発光材料
の層50が設置される。発光層50の上には、電子輸送層60が設置される。最後に、基板90が
導電膜を有するカソード70を支持する。必要な場合、カソード70は、電子輸送層60の上に
設置されても良い。アノード20およびカソード70は、電源80に接続される。電源が活性化
されると、アノード20から正孔輸送層40に、正孔が注入され、発光層50で、この正孔がカ
ソード70から移動してきた電子と結合し、可視光が発生する。
【００１３】
　基板30および90は、可撓性のまたは硬質ないかなる材料で構成されても良い。例えば、
これに限定されるものではないが、プラスチック、ガラス、石英、プラスチック膜、金属
、セラミックス、高分子等が使用される。可撓性プラスチック膜、およびプラスチックは
、これに限定されるものではないが、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレ
ンナフタレート（PEN）、ポリエーテルサルホン（PES）、ポリエーテルイミド、ポリエー
テルエーテルケトンの、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、ポリイミド、ポ
リカーボネート（PC）、セルローストリアセテート（TAC）、セルロースアセテート－プ
ロピオネートの膜もしくはシートを含むプラスチック等である。さらに、基板材料30は、
透明または光透過性であり、OLED材料から生じた光は、装置を通過し、視認することがで
きる。
【００１４】
　必要であれば、アノード被覆導電層20は、基板を透明導電性コーティング材料でコーテ
ィングすることにより形成されても良い。例えば、これに限られるものではないが、透明
導電性コーティング材料には、インジウムスズ酸化物（ITO）、インジウム亜鉛酸化物（I
ZO）、他のスズ酸化物、これに限られるものではないが、アルミニウムまたはインジウム
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がドープされた亜鉛酸化物、マグネシウムインジウム酸化物、ニッケルタングステン酸化
物、これに限定されるものではないが、ガリウム窒化物のような金属窒化物、これに限定
されるものではないが、亜鉛セレン化物のような金属セレン化物、これに限定されるもの
ではないが、亜鉛硫化物のような金属硫化物が含まれる。
【００１５】
　アノード被覆導電層20の上部には、正孔輸送材料40が設置される。正孔輸送材料は、こ
れに限定されるものではないが、芳香族第3アミンのようなアミンを含む。ある態様では
、芳香族第3アミンは、これに限定されるものではないが、モノアリールアミン、ジアリ
ールアミン、トリアリールアミンまたは高分子アリールアミンのようなアリールアミンで
あっても良い。また、高分子正孔輸送材料は、ポリ（N－ビニルカルバゾール）（PVK）、
ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリン、およびポリ（3，4－エチレンジオキシチ
オフェン）／ポリ（4－スチレンスルホン酸）であって、PEDOT／PSSとも呼ばれる共重合
体を含んでも良い。
【００１６】
　正孔輸送層40上には、極性発光層50が形成され、この層は、極性蛍光および／または燐
光材料を含んでおり、この領域での電子－正孔組の再結合の結果として、エレクトロルミ
ネッセンスが生じる。極性発光層50は、単一の材料で、または1もしくは2以上のゲスト成
分がドープされたホスト材料で構成され、後者の場合、主にドーパントから、いかなる色
の発光も生じさせることができる。ある実施例では、発光層は、白色光を放射する。極性
発光層50内のホスト材料は、以下に示す電子輸送材料であっても、前述の正孔輸送材料で
あっても良く、あるいは正孔―電子再結合を支援する材料の組み合わせであっても良い。
ドーパントは、高蛍光色素から選定されるが、例えば遷移金属錯体のような燐光化合物を
使用することも可能である。フェニルピリジンおよびその誘導体のイリジウム錯体は、特
に有益な発光ドーパントである。極性発光層50は、色素またはクマリンを含んでも良く、
天然の高分子材料であっても良い。ポリフルオレンおよびポリビニルアリーレン（例えば
、ポリ（p－フェニレンビニレン）（PPV））のような高分子材料を、ホスト材料として使
用することも可能である。少量の分子ドーパントを高分子ホスト中に分子状に分散させた
り、少量の成分をホスト高分子内に重合化させることにより、ドーパントを添加しても良
い。当業者に公知な、いかなる有用な極性発光ドーパントを使用しても良い。
【００１７】
　極性発光層50の上には、電子輸送層60が形成される。電子輸送材料は、当業者に公知で
この目的に有益な、いかなる材料であっても良い。そのような化合物は、電子の注入およ
び輸送を助長し、高いレベルの特性を示し、薄膜状に容易に製作することができる。例え
ば、これに限定されるものではないが、オキシン自身のキレート（一般に、8－キノリノ
ールまたは8－ヒドロキシキノリンとも呼ばれる）を含む、金属キレート化オキシノイド
化合物が使用されても良い。
【００１８】
　最後に、電子輸送層60の上にカソード70が設置され、これが基板90によって支持される
。カソードは、透明、光透過性、半透明もしくは反射性であり、近傍にいかなる導電性材
料を有しても良い。好適なカソード材料は、良好な膜形成特性を有し、下地の有機層との
間に良好な接触が確保され、低電圧において電子注入が促進されるとともに、良好な安定
性を有する。好適なカソード材料は、しばしば仕事関数が低い金属（＜4.0eV）または金
属合金を含む。
【００１９】
　前述のように、基板90は、カソード70の導電性コーティングを支持することが可能な、
いかなる材料で構成されても良く、可撓性であっても硬質であっても良い。例えば、これ
に限定されるものではないが、プラスチック、ガラス、プラスチック膜、金属、セラミッ
クス、高分子等である。これに限定されるものではないが、可撓性プラスチック膜および
プラスチックには、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレンナフタレート（P
EN）、ポリエーテルサルホン（PES）、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケト
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ン、ポリフェニレンサルファイド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリカーボネート（PC
）、セルローストリアセテート（TAC）、セルロースアセテート－プロピオネートの膜ま
たはシートが含まれる。また、基板材料90は、透明、光透過性、半透明、反射性であって
も良く、またはそれらの組み合わせであっても良い。
【００２０】
　電源80から、装置にポテンシャルすなわち電位が印加されると、発光層50から電子が放
出され、これらの電子は、電子輸送層60に注入され、そこに存在する正孔と再結合し、発
光が生じる。カソード70は、生じた光を、有機層に向かって逆向きに反射する。当業者に
は公知のマルチカラー型OLEDパネルを用いることにより、フィールドシーケンシャルカラ
ー技術を用いた部分カラーもしくはフルカラーの画像または白色光が形成される。
【００２１】
　本発明の一例としてのOLED材料には、極性発光層材料が含まれる。極性発光層材料を電
場に曝したり、これに電圧を印加することにより、極性発光層が分極し、すなわち電場方
向に整列される。そのような分極によって、極性材料がある方向に配列し、発光層から放
射された光が一定の優先方向に誘導され、これにより発光が最適化され、光散乱および光
チャネリングに関する問題が軽減される。材料の極性は、有機発光材料自身、ドーパント
ホスト材料またはドーパントに由来する。発光材料、ドーパントホスト材料、またはドー
パントとして有益な化学的化合物には、前述のものおよび当業者に公知なものが含まれる
。これに限られるものではないが、有機発光材料の一例には、芳香族第3アミンのような
アミン、これに限定されるものではないが、モノアリールアミン、ジアリールアミン、ト
リアリールアミンまたは高分子アリールアミンポリイミドのようなアリールアミン、これ
に限定されるものではないが、ポリ（N－ビニルカルバゾール）（PVK）、ポリピロール、
ポリアニリンのようなポリチオフェン、ポリ（3，4－エチレンジオキシチオフェン）／ポ
リ（4－スチレンスルホン酸）であって、PEDOT／PSSとも呼ばれる共重合体およびその他
のアミンが含まれる。
【００２２】
　本発明の別の実施例は、図2（スケールは示されていない）に示されている。OLED構造1
0において、アノード被覆導電層20は、整列層としても知られている、不規則で非平坦な
表面35を有する基板30と一体化されている。整列層35は、その後の層に、不規則で非平坦
な表面を提供する。整列層35の上部のアノード20のコーティング上には、正孔輸送層40が
設置される。正孔輸送層40の上には、極性発光材料の層50が設置される。発光層50の上に
は、電子輸送層60が設置される。最後に、導電膜を有するカソード70が、基板90上に支持
され、電子輸送層60上に設置される。整列層35の不規則な非平坦表面は、成膜処理プロセ
スを介して形成され、これは、OLED構造内の全ての層に含まれる。例えば、発光層50は、
整列層35の不規則表面の全ての部分を充填する。ある実施例では、極性発光化合物は、整
列層の下側に延伸する分子の一部と、整列層の表面よりも上部に延伸する分子の一部とで
、整列層を充填する。アノード20およびカソード70は、印加電圧を発生する電源80に接続
される。電源が活性化されると、アノード20から正孔輸送層40に正孔が注入され、この正
孔は、発光層50で、カソード70から移動してきた電子と結合し、可視光が生じる。発光層
分子は、極性を有するため、印加電圧によって、分子の双極子が一定の配置に配向され、
硬化過程において、例えば、全ての分子の正の端部が整列層の表面にアンカー固定され、
全ての分子の負の端部が整列層の表面とは逆の側に配向され、あるいはこれとは逆のこと
が生じる。
【００２３】
　一度整列層35または基板30に化学物質が添加されると、この化学物質は、硬化過程に曝
される。硬化の際、OLED材料には、同時に電圧が印加され、全てのOLED材料層において、
極性発光化合物が整列する。電圧によって、硬化サイクルの際に、発光層の双極子を材料
内で整列させることが容易となる。
【００２４】
　通常の場合、発光ダイオードの配向に使用される印加電圧は、約7V未満である。ある実
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施例では、電圧は、1から約7Vの範囲である。別の実施例では、電圧は、約3Vから約5Vの
範囲である。
【００２５】
　整列層35の不規則で非平坦な表面は、従来のいかなる手段を用いて、基板30の上に形成
されても良い。これに限定されるものではないが、整列層35の不規則で非平坦な表面を形
成する一例には、研磨処理法または摩擦転写法が含まれる。摩擦転写法は、固体構造物、
例えばこれに限定されるものではないが、ペレット、棒、インゴット、ロッド、スティッ
ク等の整列材料を、基板に対してプレス処理することにより、整列層を調製するステップ
と、この固体整列材料を、構造物を横断するように、十分な圧力下で選択方向に移動させ
、基板上に整列材料の薄膜層を転写させるステップとを有する。摩擦転写法での選定方向
により、配向方向が提供され、後続の層が整列される。必要に応じて、基板を加熱して、
整列層の初期機能を最適化しても良い。
【００２６】
　整列層の厚さは、後続の層が十分に整列できる厚さであっても良い。厚さは、この層が
完全な絶縁体とならない程度の薄さであっても良い。例えば、本発明の整列層の厚さは、
0.1から20μmの範囲である。本発明のある実施例では、厚さが1から10μmの間の整列層が
提供され、さらに別の実施例では、厚さが5乃至7μmの間の整列層が提供される。
【００２７】
　極性発光材料の厚さは、100オングストロームから2000オングストロームの範囲である
。本発明のある実施例では、極性発光層の厚さは、300から2000オングストロームの範囲
である。別の実施例では、極性発光層の厚さは、800から2000オングストロームの範囲で
ある。
【００２８】
　極性発光化合物50は、層20および40を介した形態を呈する、整列層35の不規則で非平坦
な表面に設置され、または、発光化合物層の均一性を向上させるため、室温もしくは高温
化で、基板30の表面に設置される。
【００２９】
　本発明の他の実施例には、表示装置に有益なOLEDを調製する処理方法が含まれる。一つ
の処理プロセス例は、図2に示されているが、これは、コーティングされた基板を形成す
るため、基板30に、導電層20および／または正孔輸送層40をコーティングするステップと
、整列層35のグルーブ（溝）または他の不規則表面を形成するため、コーティング基板を
研磨するステップと、コーティング基板の不規則表面に、極性発光化合物50を設置するス
テップと、基板を研磨することにより形成されたグルーブまたは凹凸に、発光化合物50を
充填し、その後、コーティング基板を電場に曝すと同時に、これを硬化させるステップと
、を有しても良い。
【００３０】
　本発明の別の処理プロセスの例には、コーティング基板を形成するため、基板30に導電
層20および／または正孔輸送層40をコーティングするステップと、コーティング基板表面
に極性発光化合物50を設置するステップと、その後、コーティング基板を電場に曝すと同
時に、これを硬化させるステップと、を有しても良い。
【００３１】
　本発明の別の実施例では、表示装置に組み込まれたOLED材料が含まれる。図3（スケー
ルは示されていない）には、この実施例を示す。電源80からOLED構造10に電圧が印加され
ると、OLED構造10からの光300は、印加電圧の方向と平行な方向に放射され、ディスプレ
イ100の方に向かって進行する。OLED構造10から放射される多くの光は、観者の方に伝達
され、ディスプレイ100は、従来のディスプレイより少ない電力で作動することができる
。
【００３２】
　表示装置は、レンズ、偏光器または光学的視覚素子のような光攪乱（制御）装置を有し
ても良い。本発明のOLED材料と一体化されたディスプレイ100は、OLEDからの光を観者の
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方に伝達するいかなる素子であっても良い。またディスプレイ100は、これに限定される
ものではないが、プロセッサ、メモリ、電源もしくはその他の周辺装置のような他の部品
を、担体であるいは組み合わせとして有しても良い。
【００３３】
　他の光攪乱（制御）装置、例えば、これに限定されるものではないが、光ガイド、プリ
ズム、レンズ、フレスネルレンズ、拡散器、干渉器、または表示装置に、均一で効率的な
白色光を提供することの可能な他の光学素子などが使用できることは、当業者には明らか
である。さらに、これに限定されるものではないが、偏光器、屈折素子、回折素子、バン
ドパスフィルタ等の追加の光学素子を、外部に設置したり、OLED構造10の近傍に設置する
ことが容易に行える。複数のOLEDパネルを光源として使用することにより、OLED構造10の
寸法をさらに小さくして、必要電力を最小限に抑制することができる。マルチカラー型OL
EDパネルを使用することにより、フィールドシーケンシャルカラー技術を利用して、部分
カラーもしくはフルカラーの画像または白色光を形成しても良い。必要であれば、光を分
散させる光攪乱（制御）装置に光を通過させ、表示装置100に均一に照射させても良い。
【００３４】
　また、必要であれば、本発明のOLED構造10を他のOLED構造と組み合わせて、表示装置10
0に設置しても良いことは、当業者には明らかである。OLED構造10は、不規則にもしくは
あるパターンで配置しても良く、相互に直列にもしくは隣接して配置しても良い。OLED構
造10の配置は、これに限定されるものではないが、ディスプレイ寸法、ディスプレイに必
要な光量、色を含む、いかなるいくつかの因子に依存しても良い。また、OLED材料は、例
えばこれに限定されるものではないが、ストリップ状、膜状、ブロック状のいずれであっ
ても良いことは、当業者には明らかである。
【００３５】
　本発明のOLED構造10からの光は、OLED構造10自身によって操作され、白色光またはカラ
ー光が放射される。カラー発光OLEDを白色光発光OLEDと組み合わせて、両方を表示装置10
0に組み入れても良い。
【００３６】
　本発明のある実施例では、表示装置100に伝達される光の強度および色の強度は、OLED
構造10に印加される電流と駆動電圧を調整することにより変化する。スタックの各層、あ
るいは一連の各OLED構造10には、比例的に変化する電流が印加され、必要に応じて観者に
認識される色が変化する。
【００３７】
　OLED構造10から表示装置100に向かう光を表示させるのに必要な電流は、約15V未満であ
る。本発明のある実施例では、OLED構造10からの光の表示に必要な電流は、約1Vから約12
Vの範囲である。OLED構造10からの表示光の強度は、OLED構造10に印加される電流を変え
ることにより変化する。
【００３８】
　本発明のOLED構造10は、画像表示装置に使用される、いかなるシステムに組み込まれて
も良い。本発明のOLED構造10は、LCDディスプレイもしくは従来の他の表示装置とととも
に、またはその代わりに表示装置に組み込まれても良い。表示装置に組み込まれたシステ
ムには、これに限定されるものではないが、ラップトップコンピュータ、パーソナルデジ
タルアシスタント、携帯電話等が含まれる。
【００３９】
　また表示装置100の他に、システムには、これに限定されるものではないが、処理ユニ
ット、システムメモリおよびシステムメモリを含む各種システム部品を、処理ユニットに
結合するシステムバスが含まれる。システムバスは、メモリバスまたはメモリ制御器、周
辺バス、および各種バス構造のいずれかを使用するローカルバスを含む、いかなるいくつ
かの種類のバスアーキテクチャであっても良い。例えば、これに限定されるものではない
が、そのようなアーキテクチャには、業界標準アーキテクチャ（ISA）バス、マイクロチ
ャネルアーキテクチャ（MCA）バス、拡張ISA（EISA）バス、ビデオ電子機器標準団体（VE
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SA）ローカルバス、およびメザニンバスとしても知られている周辺機器相互接続（PCI）
バスが含まれる。
【００４０】
　システムメモリは、再生専用メモリ（ROM）、ランダムアクセスメモリ（RAM）等の揮発
性および／または不揮発性メモリのようなコンピュータ記憶媒体を含んでも良い。起動時
などに、システム内の素子間の情報転送を助長するベーシックルーチンを含むベーシック
入力／出力システム（BIOS）は、通常の場合、ROMに保管される。通常RAMは、データプロ
グラムモジュール、ならびに／または即座にアクセス可能なおよび／もしくは処理ユニッ
トによって現在作動中の、コンピュータ実行命令を収容している。
【００４１】
　本発明は、特に一例としての実施例に関して説明されたが、本発明の思想と範囲から逸
脱しないで、形態や細部について、前述のおよび他の変更が可能であることは、当業者に
は明らかである。従って、本発明は、前述の示された形態に正確に一致するものに限定さ
れるものではなく、本発明は、特許請求の範囲に記載されたものである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】OLED構造を示す図である。
【図２】グルーブ化構造を有するOLED構造を示す図である。
【図３】表示装置に一体化されたOLED構造を示す図である。

【図１】 【図２】
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